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【はじめに】パワーデバイス材料として期待される Ga2O3は 5 つの結晶構造が知られており、

型(-gallia構造)[1]、型(corundum構造)[2]、型[3]が精力的に研究されている。これらの材料のデ

バイス応用の可能性を拡げるには p 型の材料が望まれるところである。本研究では、p 型材料と

してこれらのいずれの結晶構造の Ga2O3ともヘテロ接合が期待できる NiOに注目した。GaN系の

パワーデバイスでも NiO が注目を集めていること[4]を鑑み、-Al2O3基板へのエピタキシャル成

長を試みることとした。成膜手法には、Ga2O3 の報告例が多く、真空装置不要でデバイス応用へ

のポテンシャルの高いミスト CVD法を用いた。 

【実験方法】NiO 薄膜の作製には、ニッケル(II)アセチルアセトナートを Ni 源とし、溶媒とする

水への溶解度向上を目的にエチレンジアミンを添加した。洗浄した-Al2O3基板上に、溶液の供給

量や成長温度を制御しながら 400～700 oC の温

度帯で成膜した。キャリアガスには窒素を用い

た。作製した薄膜は、XRD、透過率測定、Hall

測定等によって電気的・光学的特性を評価した。 

【実験結果】ミスト CVD法により 650 oCで作製

したNiO薄膜のXRD 2/スキャンプロファイル

を Fig. 1に示す。NiO (111) 由来のピークとラウ

エフリンジが観測され、配向性に優れた薄膜が

形成しているといえる。極点測定より、得られ

た NiOは面内にも配向しており、NiO(111)[-110] || -Al2O3(0001)[01-10]の方位でエピタキシャル成

長していた。その他の詳細な特性については当日議論する。 
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Fig. 1: XRD pattern of NiO thin film 

grown on -Al2O3 sbstrate. 
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